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Netz Thyristor
Phase Control Thyristor

Elektrische Eigenschaften
Hdéchstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Riickwarts-
Spitzensperrspannung
Durchlalstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StolRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaBspannung
Schleusenspannung

Ersatzwiderstand
DurchlaRBrechenkennlinien

Vr=A+B i +C -In(ir+1)+D - {11

Ziindstrom
Ziindspannung
Nicht zindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom
Ziindverzug

Freiwerdezeit

Sperrverzégerungsladung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand fiir
beidseitige Kihlung
Ubergangs-Warmewiderstand
Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Si-Element mit Druckkontakt
AnpreRkraft

Gewicht

Kriechstrecke

Feuchteklasse

Schwingfestigkeit

Electrical properties
Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
reverse voltages

RMS on-state current

average on-state current

surge current

[’ t-value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

on-state characteristics for calculation

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents
gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

recovered charge

Thermal properties

thermal resistance, junction to case for
two-sided cooling

thermal resistance, case to heatsink
max. junction temperature

operating temperature

storage temperature

Mechanical properties
Si-pellet with pressure contact
clamping force

weight

creepage distance

humidity classification

vibration resistance

t; = -40°C.. .ty max
f=50Hz

t. =85°C, f=50 Hz

t. =60°C, f =50 Hz
t;=25°C,t,=10ms, Vg =0V
t = tmax t, =10 ms, Ve =0V
t;=25°C,t,=10ms

tyi = timax tp = 10 Ms

DIN IEC 747-6

Vp = 0,67 Vprw, f =50 Hz

ieu= 3 A, dig/dt = 6 Als

t = tmax Vo = 0,67 Vprm

5. Kennbuchstabe / 5th letter H

tj=25°C,vp=6V
tj=25°C,vp=6V

t = tmax VO =6V

ty = tjmax Vo = 0,5 Vpru
ty = tjmax Vo = 0,5 Voru

t,=25°C,vp =12V, Ry = 4,7 W

tj=25°Cvp =12V, Rek® 10 W

iom =3 A, dig/dt =6 Alus, t; =20 ps

tvj = tvj max, VD = VorM: VR = VRRM
DIN IEC 747-6

t,725°C, igm = 3 A, dig/dt = 6 Alus

1 = Y max im = lravm

Vem = 100 V, vpy = 0,67 Vprum

dvp/dt = 20 V/us, -dit/dt = 10 Alus

4. Kennbuchstabe / 4th letter O
tvj = tvj max

v = 2 kA, di/dt = 10 Alus

Vr = 0,5 Vrrm, Ve = 0,8 Vrrm

Q=180° el, sin
DC
beidseitig / two-sided

DIN 40040
f=50Hz

VDRM) VRRM

ITRMSM

ITAVM

lrsm

2t

(diT/ dt)cr

(dv/dt),

Qr

Rinsc

R(hCK
tvj max
te op

tstg

T 1551 N

4800 5000 5200 V

3500 A
1550 A
2160 A
31 kA
28,5 kA
4,8 -10° A%s
4,0 -10° A%s
150 Alus

2000 V/us

typ. max.
1,57 1,7V
0,88 0,92 V
0,34 0,37 mw
0,497 0,539
0,00137 0,000193
-0,0127  0,00534
0,02 0,0164

max. 300 mA
max. 2,5 V

20 mA

10 mA
04V

350 mA
max. 3 A

100 mA
2 us

typ. 400 ps

max. 18 mAs

0,0103 °C/W

0,0095 °C/W

0,0025 °C/W
120 °C
-40...+120 °C
-40...+150 °C

36...52 kN
typ. 1200 g
33 mm
C
50 m/s?

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den
zugehdrigen Technischen Erlauterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in

combination with the belonging technical notes.
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Bild / Fig. 1
DurchlaRkennlinien / On-state characteristics it = f(v)
t,; = 120°C

a - Typische Kennlinien / Typical characteristics
b - Grenzkennlinien / Limiting characteristics
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Bild / Fig. 2

Steuercharakteristik mit Zindbereichen / Gate characteristic with trigging

areas vg = f(ig), Vp =6V

Parameter: b [

Steuerimpulsdauer / Puls duration t, [ms] 10 1 0,5
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung

Maximum allowable peak gate power [W] 20 40 60

0,025 } ‘ce‘at‘h‘c‘)!ie sid‘ed‘cc‘)o‘li‘n‘ M Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC
Kathodenseitige KUhlung,: Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ¢ per arm for DC
0,02 [T]  Beidseitig / Two-sided
Z(th)JC Pos. n 1 2 3 4 5 S
[°C/w] anode sided cooling =1 Rnn[°C/W] |0,0027  |0,00273 |0,0028 |0,0008 |0,00047 |0,0095
anodenseitige Kihlung
0,015 thisl 2,8 0,48 0,11 0,15 0,0041 -
doppelseitige Kiihlung | Anodenseitig / Anode-sided
0,01 H ftwo - sided cooling Pos. n 1 5 3 4 5 S
] Rinn[°C/W] |0,0087 |0,00423 |0,0028 |0,0008 |0,00047 |0,017
0,005 f tnls] 9 0,74 0,11 0,15 0,0041 -
o Kathodenseitig / Cathode-sided
e Pos. n 1 2 3 4 5 S
108 2 34 6407 2 34 6401 2 34 6900 2 34 690" 2 34 610> |Rypn[’C/W] |0,0127  |0,00483 |0,0028  |0,0008  |0,00047 |0,0216
T1551N/3 t[s]—m— thls] 13 0,85 0,11 0,15 0,0041 -
Bild / Fig. 3 Analytische Funktion / Analytical function:

Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance
Zingc=f(H)
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Bild / Fig. 4

Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(-di/dt)
tj = b maxe VR = 0,5 Vg, Itm = 2000 A, vy = 0,8 Ve

Nmax

ot
Zinyc = S Ripn (1-€ )

n=1



